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高耐圧・低オン抵抗・高速スイッチング・
高速リカバリのすべてを同時に実現。
製品概要

低損失で高周波駆動が可能な1200V耐圧のSiC-MOSFETを開発。Si-IGBTに比べ、スイッチングロスを最大90%削減
するとともに、チップサイズの小型化、低コスト化を実現しました。
結晶欠陥関連プロセスとデバイス構造の改善により、高い信頼性を実現しています。
また、SiC-MOSFETとSiC-SBDの同梱商品を世界で初めて∗生産開始。SBDの同梱により低VFを実現し、インバー
タ応用などに最適な特性を1パッケージで実現しました。

■ ラインアップ

SCT2080KE / SCH2080KE

1200V耐圧 SiC-MOSFET

■ 低スイッチングロス特性による省エネ・小型化
シリコンデバイスで実現不可能
だった高速スイッチングと高耐圧
を同時に実現。
Si-IGBTに比べ、ターンオフ損失
を最大90％削減しました。
加えて、ダイオードの高速リカバリ
特性により、動作時の損失をIGBT

比73%削減することが可能です。

■ VDS-ID特性比較
ゲート酸化条件などを工夫し、面積あたりのオン抵抗を従来品に比べ約29%削減。
Si-Super Junction MOSFETが届かない1200Vにおいて、TO-247のMOSFETとしては
業界最小クラス∗のオン抵抗を実現しています。また、高温でのオン抵抗の増加が
少なく、立ち上がり電圧がないため、低負荷運転時も低損失を達成可能です。

用途外形寸法図 (単位：mm)

・産業機器
・パワーコンディショナー　　　　 など

〈回路例〉
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SiC-MOSFETとSiC-SBDを1パッケージに同梱！

SiC-MOSFETとSiC-SBDを1パッケージ内に同梱。
インバータ用途に最適な低VF・低スイッチングロス・
低オン抵抗・低リカバリロスのすべての特性を同時
に実現しました。
部品点数削減が可能で、省スペース化にも貢献
します。

インバータ降圧チョッパ
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Si-IGBT

SiC-MOSFET

機器の省エネ・高効率化を達成
するだけでなく、30kHz以上の
高周波駆動をすることにより、
周辺部品の小型化にも大きく
貢献します。

SCT2080KE
(SiC-MOSFET)

SCH2080KE
(SiC-MOSFET+SiC-SBD)
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BVDSS

80mΩ
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RDS(on)

TO-247

TO-247

Package品　名
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IGBT比
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スイッチング損失
最大90%削減!

（30kHz駆動時）
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∗ 2012年6月ローム調べ

Body Diode

Vdd=400V
Rg=5.6Ω


